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本論文は低雑音枇化ガリウム電界効果トランジスタ (GaAs FET) の開発と実用化，および、GaAs
FET を用いた発振器，増幅器の大信号設計法を中心にして研究成果をまとめたもので，以下の 5 章
により構成されている。












第 4 章では， GaAs FET の素子構造から幾つかのデバイス構造への展開を模索検討している。一
例として， UHF帯ヘ適用する場合の GaAs FETの素子構造， GaAs ショットキバリアゲート型 SIT ，


















(3) 大信号 Sパラメータは，素子の大信号動作状態を知る第 l 次近似としての意義を有し，このパラ
メータを用いた設計手法により 従来の半経験的な発振器の設計法を定量化することができること
を示している。
(4) GaAs FETの空乏層変化という本質的な動作機構の考察に基づいて，大信号 Sパラメータ S22
を，不飽和バイアス状態にある FETの小信号パラメータ S22 で近似できることを実験的に証明し
設計法に適用している。
(5) FETのチップ上の，ゲート・ソース聞に R と Cの直列回路を挿入した構造により，入力インピ
ーダンス 1 S l1 l と雑音指数NFのトレードオフを行い UHF帯で実用可能な低入力インピーダンス
GaAs FET実現の見通しを得ている。
以上のように本論文は GaAs FETの低雑音化と大信号設計に関する多くの重要な新知見を含み，
電子工学に寄与する所が大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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